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THz 帯高感度検出用アンテナの作製にあたり深堀部

分への金属堆積を精密に行うため、産業技術総合研究所

の設備を利用して、微細加工を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置、SEM 
 

【実験方法】 
深堀構造を施したシリコン基板にスパッタ装置で金を 

堆 積 さ せ る 。 こ の と き 成 膜 条 件 と し て ガ ス 圧 を

0.5,0.75,1.0Pa と変化させる。XRF にて膜厚を計算した

後、基板を割り断面を SEM で確認し、側面にも成膜がで

きているかを確認する。 
 

(a)                      (b) 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 
 
 
 
(c) 

 

Fig.1 The cross section of Si substrate after 
sputtering. (a) 0.5Pa (b) 0.75Pa (c) 1.0Pa. 

金属堆積後の基板の断面図を Fig.1 に示す。

Fig1(a)-(c)はそれぞれ 0.5Pa、0.75Pa、1.0Pa で堆積さ

せたものであり、XRF 計測よりそれぞれ 190nm、210nm、

216nm となった。基板の上面及び側面を確認したところ、

Au が同じ厚さを保ったまま堆積されていることがわかるが、

膜質として均一なものはできていない。これの原因として

考えられるものが、ボッシュプロセス 1)時にできた Si の凹

凸に起因するものではないかと考えられる。深堀構造は

等方性エッチングとエッチング保護膜形成、異方性エッチ

ングを 1 セットとし、これを複数回のサイクルで行い形成さ

れものであり、その際に Si 表面にわずかな凹凸構造が形

成されてしまうものである。この非均一膜が THz 波の伝播

にどこまでの影響を及ぼすのかは今後検討する必要があ

る。 
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